
シリコンパワートランジスタ

SiliconPowerTransistor

2SC3500(1

NPNエピタキシアル形シリコントランジスタ

800MHz帯。24V広帯域リニア電力増幅用

通信エ業用

特徴

O860MHzにて高利ｲ￥・高出力・商面線性が得られます。

。PO＝4.8W,Gain=10.8dBTYP.(classA,

Vcc=24V,Pi.＝0．4W.f=860ル田z）

・PC＝10.7W，りc＝65％TYP．(classC,

Vcc=25V,Pi.=2．5W,f=900MHz)

oエミ･ソタ安定化抵抗を内蔵．

o安全動作領域が広いです。

OVSWR＝函に耐えます．(Po=6W,Vcc=28V)

○内部整合回路内蔵．

外形図（単位'.mm)
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絶対最大定格(Ta=25℃）

、圏接域

1．ベース

2．コレクタ

フランジlユエミー，夕と

掩織されます，

電気的特性(Ta=25℃）

本エミ，夕およびケース（スタ・トー182接埴する．
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項 ， 略号 定＃ 単1

コレクタ・ベース間愈圧 VcBc V

ゴレクタ・エミッタ間近圧 VcEc V

エミ･汐夕・ペース間旺圧 VE“ V

コレクタ旺涜 1,L A

熱 挺抗 Rikti-c 5.0 ℃/W

全 柵失 T4Tr■再てり
I W

ジャンクション温度 11 湖
■

’

保 存腿度 ‘“9 -65～＋200
■

I

項 目 略号 条11 MIR TYP MA》 単1

コレクタしゃ断冠施 I“ V“＝30V，Iピー0 0.1 mA

エミ・ソタしゃ断睡流 【” VEB=2V.k=0 0．4 mA

直誕な誕哨帆率 hFI V“＝10V，Iに＝0.6A（パルス） 20 6］ 200

コレクタ容日 Co1
＊
VCB＝28V，f＝1MHz、I階＝0 8.0 12．0 pi

出力旺力

(cla“A）
P．

f＝860MHz，V“＝24V‘

14＝600mA．

Pi.＝0．4W（鰯dBm)．cIa”A

3.1

35.I

4.8

36. ｡B、

出力旺力
(CID“Cl

効 率

R
f＝900MHz．Vc〔＝25V．

PC.＝2．5W（34dB”)．CIa”C
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2SC3500(1)

特性曲線(Ta=25℃）

wTPUTPO症R躍

耐PUTPO歴Rに瞳塁八J

FOR剛RD81ASSAFE“ERAT柵G
AREA（DC）

（
藍
）
言
鱒
Ｒ
剰
賓
室

１

０
Ｏ

言
）
琴
鴬
碧
聡
、
１
，

｢§－

135】03050

コレクタ・エミ,ソタ川飛圧Ⅵ』砿（V）
0．51－出

入力鯉力Pm（群．

Z...Z..,Data(classA)

αjTPUTP唯R･CaLECT鯛EFFにIENCY菅急

卿PUTPOWER（“雪C）

一
』
）
へ
一
一
二
一
（
｜
『
一
三
【
塀
垂

別
印
㈹

手
叫
一
一
』
函

二
二
一
。
笛
兵
穏
侭
室

2345

入力蓮力Pi。（W）

V“＝24V

IC＝600mA
f(M脆）
500

700

860

Z,。（Q）

2.3＋j4.8
2.9＋i8.3
1.5＋i9.7

Z..‘（Q）

18-i10.5

14.2-j5.65
8.6-j4．7
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測定回路(classA)
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FBフェライトビーズ

芦､‘-,……鯛"L,．L,

単位：■■

Lz.L, t＝1.6mm、テフロン基板Er寺2．5

単位：－

Ls0．1脚Hチョークコイル

Let=0．2mm,幅=3mm銀メッキ鋼板

12ID.半ターン
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